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@ Halbleitervorrichtung und Verfahren zum Herstellen von dieser durch Chipvereinzelung 

@ Eine Schutzlage wird an einer Montagevorrichtung be- 
festigt und Bereiche der Schutzlage, die Bereichen ent- 
sprechen, an denen ein Zerteilen durch Chipvereinzelung 
durchzufuhren ist, werden entfernt, um Rillen auszubil- 
den. Dann wird ein Halbleiterwafer an einer der Montage 
vorrichtung gegenuberliegenden Seite mil der Schutzla- 
ge verbunden und wird die Montagevorrichtung von der 
Schutzlage und dem Halbleiterwafer gelost, die miteinan- 
der verbunden sind. Danach wird der Halbleiterwafer 
durch Chipvereinzelung entlang den Rillen der Schutzla- 
ge in Halbleiterchips zerteilt. Da die Schutzlage nicht 
durch die Chipvereinzelung zerteilt wird, werden keine 
Bruckstucke der Schutzlage erzeugt, was eine Verunreini- 
gung an den Chips verhindert. 
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Bcschrcibung 

Die vorliegende Erfindung bcLrifTi ein Vcrfahrcn zum 
TTcrsicllcn cincr IViilhlciiurvorrichlung durch Chipvereinze- 
lung b/.w. Dicen eines mil cincr Schutzlage bedeckten TTalb- 5 
leilerwafers enilang von Rit/linicn, cine durch das Vcrfah- 
rcn hergesicllic Ilulhlciicrvorrichlung und cine fur das Vcr- 
I'uhrcn verwendhare Wafer-Lose vomchtung. 

Wic cs in vielen Druckschrificn, wic zum Bcispicl dcr. TP- 
A-10-2422.U dcr JP-A-7-99172, der US-A-5 824 177 und l() 
der US-A-5 M)2 681 offenhari isl, isu wenn cin Halbleiler- 
wafcr. dcr mchrcre bcwcglichc Absehnitte aufwcisl, in meh- 
rcrc Chips /.ericili wird. cine Schutzlage an dem TTalblcilcr- 
wafcr angehracht. uni die bcwcglichcn Abschnillc zu schul- 
zen. In dicscm /usiand wird dcr Halbleilcrwafer in cineni 15 
Walcrschnchlcschriu /.usaimnen mil dcr Schutzlage in die 
Chips vcreinzclt. 

Bci dem /.uvor beschriebenen Vcrfahrcn im Stand dcr 
Technik werden jeiUK.li. da the Sehulzlage zusammcn mil 
dem Halhlcilerwalcr vcrcin/cll wird. Bruchsliickc dcr 20 
Sehulzlage. wic zum fkispicl organischc KlcbstotTpartikcl 
durch das /ericilen crzcugi und haflcn als Verunrcinigungcn 
an den Chips. Die Bruchsliickc konnen derarl an auf den 
('hips ausgcbildcicn Elcklnxlen haflen. daB die Elcktrodcn 
hinsichllich cincr elcklrischen und mechanisehen Vcrbin- 25 
dung nachieilig becintruchtigl werden. 

Wcitcrhin muB bei dem Vcrfahrcn im Stand dcr Technik 
die Sehulzlage von den Chips cntlerni werden. nachdem dcr 
Wafcrschneidcsehritt ausgefuhri worden isl.. 

Wenn die Sehulzlage lost mil dem TIalblcilenwafer ver- 30 
bunden isl, ist das Entfcrnen der Sehulzlage schwierig und 
kann durch cine Belasiung Bcschadigungcn an den Chips 
verursachen. Deshalb ist die Sehulzlage mit cincr verhalt- 
nismiiBig kleinen llaftkrafi mil dem Halblcitcrwafcr verbun- 
dcn. Aufgrund dessen wird die Sehulzlage wahrend des Wa- 35 
fcrschneideschriiis Icichl von dem ITalblciterwafcr getrcnni. 
Als Ergcbnis kann die Sehulzlage die bcwcglichcn Ab- 
schnillc nicht ausreichend schutzen. 

Die vorlicgendc Erfindung ist im Hinblick auf die vorhcr- 
gehenden Problcmc gesehaffen worden. 40 

Eine Aufgabe dcr vorliegenden Erfindung hestchi darin, 
zu vcrhindern, daB cine nalbleitervorriehtung durch Bruch- 
sliickc cincr Sehulzlage verunreinigt wird, die cr/eugt wer- 
den, wenn cin mil der Sehulzlage bedccklcr Halblekcrwafcr , 
durch Chipvcrcinzclung zcricili wird, urn die Halblciiervor- 45 
richlung auszubildcn. Eine wcilcre Aufgabe dcr vorliegen- 
den Erfindung bestcht darin, cine TTalbleitcrvorrichtung und 
cin Vcrfahrcn zum Uerstellcn dcr Halblciicrvorrichtung zu 
schaffen, die inislande sind, ein Ablrcnnen dcr Schutzlage 
zu vcrhindern. 50 

Diese Aufgabe wird mit den in den Anspriiehen 1,8, 12 
14. 15 und 16 angegebenen MaBnahmen gclost. 

Wcitcrc voncilhaflc Ausgcstallurigen dcr vorliegenden 
Erfindung sind Gcgcnstand der abhiingigen Anspruche. 

GemaB cinem Aspckt dcr vorliegenden Ertindung wird 55 
bei eincm Vcrfahrcn zum Hcrstcllen einer Halblcitcrvorrich- 
tung, nachdem cine Sehulzlage an cincr Mont age vorrich- 
tung befestigt worden isl, cin Wafcrschncidcbereich dcr 
Sehulzlage cntfemi. Dann wird cin Halbleilcrwafer mit der 
Schutzlage verbunden und wird die Monlagcvorrichtung 60 
von der Schutzlage und dcr Halblcitervorrichlung gclost, 
wodurch dcr TTalbleiterwafer aus dem Wafcrschncidcbe- 
reich dcr Schutzlage frcilicgt. Dann wird dcr TTalbleitcrwa- 
fcr durch Chipvcrcinzclung cntlang des Waferschncidebc- 
rcichs zcrtcill. um die Halblciicrvorrichtung auszubildcn. 65 

Bei dem zuvor besehricbenen Vcrfahrcn werden, da dcr 
Wafcrschncidcbereich dcr Schutzlage cnlfcrnt wird und die 
Schutzlage nichi durch die Chipvcrcinzclung wird, kcincrlei 
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Bruchsliickc dcr Sehulzlage durch die Chipvcrcinzclung cr- 
zeugt. Als Ergcbnis wird die Halblciicrvorrichtung nicht 
durch die Bruchsliickc verunreinigt. Da cine Wafcrschncide- 
klinge die Schutzlage nicht bcriihren muB, wird das Ablrcn- 
nen dcr Schutzlage nicht durch die Waferschncidcklingc 
verursachl. 

GcmiiB cinem weitcrcn Aspckt dcr vorliegenden Erfin- 
dung wcisi cine Ilalblcitervorrichtung cincn Halbleilcrchip, 
dcr durch Zerteilcn cincs I lalbleiicr wafers durch Chipvcr- 
cinzclung vorgeschen wird, und cine Schutzlage auf, die auf 
dem Halbleilcrchip angeordncl isl. Ein Umfangsrandab- 
schnill dcr Sehulzlage ist an einer Innenseilc eines TJm- 
fangsrandabschniits des Halbleilcrchip vorgeschen. Da dcr 
Umfangsrandabschniti dcr Schutzlage an dcr Innenseilc des 
Umfangrandabschnills des TTalb lei tcrchip vorgeschen ist, 
beruhtl cine Waferschncidcklingc nicht die Schutzlage, 
wenn der TTalbleiterwafer zcrtcill wird. Deshalb kann ein Er- 
zcugen von Bruchstuckcn und cin Ablrcnnen dcr Schutzlage 
verhindert werden. 

Die Erfinder der vorliegenden Erfindung haben das Vcr- 
fahrcn zum TTcrsicllcn der TTalbleilervorriehlung wciter un- 
tcrsucht. und gepruft und fcstgestclll, daB, wenn cine I Tal l - 
kraft zwischen dcr Schutzlage und dcr Monlagcvorrichtung 
slark war, dcr TTalbleiterwafer cinfach bricht, wenn die 
Sehulzlage und der Halbleilcrwafer von der Montage vor- 
richlung gclost werden. 

Um das zuvor beschricbcnc Problem zu losen, werden ge- 
maB der vorliegenden Erfindung die Schutzlage und der 
Halbleilcrwafer durch einen Druck, dcr von der Scitc der 
Montagevorrichtung auf die Schutzlage ausgcubl wird, von 
der Monlagcvorrichtung gclost. DemgcmaB kann der TTalb- 
leiterwafer, ohnc beschadigt zu werden, zusammcn mil der 
Schutzlage gclost. werden. Eine Bearbcitbarkeil und ein 
Durchsatz zum Tx5scn des Halblciterwafers von der Monla- 
gcvorrichtung werden cbenso verbessert. 

Wcitcrhin wird, um das zuvor beschricbcnc Problem zu 
losen, gcmaB cinem weitcrcn Aspekt dcr vorliegenden Er T 
findung eine Wafer-Lose vorrichtung zum Losen des TTalb- 
Icilcrwafers und dcr Schutzlage von der Montagevorrich- 
tung vcrwendet. Die Wafcr-Txjse vorrichtung wcist die Mon- 
tagevorrichtung zum fest.cn Hallen dcr Sehulzlage und cine 
Druckausubungseinrichtung zum Ausiibcn cincs Drucks auf 
die Schutzlage auf. DemgcmaB wird die Sehulzlage durch 
den Druck zusammcn mil der Hal b lei lervorrich lung cinfach 
von der Montagevorrichtung gclost. 

Die vorlicgende Erfindung wird nachslchend anhand von 
Ausfuhrungsbeispiclcn untcr Bczugnahmc auf die beilie- 
gende Zeichnung naher erlautert. 

Es zeigen: 

Fig. 1A bis 2C Qucrschnittsansichtcn cincs Verfahrens 
zum TTerstellen cincr TTalbleitcrvorrichtung gcmiiB eincm er- 
slen Ausfuhrungsbeispiel dcr vorliegenden Erfindung auf 
eine stufenartige Weise; 

Fig. 3A bis 4B Qucrschnittsansichtcn eines Verfahrens 
zum Herstcllcn einer HaJbleitcrvorrichlung gcmaB cinem 
zweiten Ausfuhrungsbeispiel dcr vorliegenden Erfindung 
auf eine stufenartige Wcisc; 

Fig. 5 cine Qucrschnittsansicht dcr Halblcitervorrichlung 
gemaB dem zweiten Ausfuhrungsbeispiel dcr vorliegenden 
Erfindung; 

Fig. 6 eine schematische Draufsicht dcr TTalbleitcrvor- 
richtung gcmaB dem zweiten Ausfuhrungsbeispiel dcr vor- 
liegenden Erfindung; 

Fig. 7A eine schematische Qucrschnittsansicht cincr ab- 
gcwandcltcn TTalbleitcrvorrichtung gcmaB dem zweiten 
Ausfuhrungsbeispiel dcr vorliegenden Erfindung; 

Fig. 7B cine schematische Draufsicht der abgewandellen 
TTalbleitcrvorrichtung in Fig. 7 A; 
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Fig. 8 A bis 8T ; Qucrschnitlsan.sichlcn eincs Vcrfahrcns 
/.um TTcrslcllcn cincr TTalblciicrvorrichtung gcmaB cincm 
driticn Ausfuhrungsbeispiel dcr vorlicgcndcn lirfindung auf 
cine siufcnanigc Wcisc: 

Fig. 9 cine Querschnitlsansiehl cincr abgcwandcltcn 
TTalblciicrvorrichtung gcmaB dem driltcn Ausfiihrungsbci- 
spicl dcr vorlicgcndcn lirlindung; 

Fig. 10 cine Qucrschniltsansichl cincs 1 'alls, in dem cine 
11 ache Schul/.lagc vcrwcndci wird: 

Fig. 1 1 A bis 1 Hi Qucrschniiisansichicn eincs Vcrfahrcns 
/.um TTcrslcllcn cincr TTalblciicrvorrichtung gcmaB cineni 
vicrten Ausfuhrungsbeispiel dcr vorlicgcndcn lirfindung auf 
cine siufcnanigc Wcisc; 

Fig. 12 einc Qucrschniltsansichl cincr abgcwandcltcn 
TTalblciicrvorrichtung gcmaB dem vicrten Ausfuhrungsbci- 
spiel dcr vorlicgcndcn lirfindung; 

Fig. 13A bis 131: Qucrschniiisansichicn cincs VcrfaJircns 
/.um TTcrslcllcn cincr TIalblciicrvorrichlung gcmaB cincm 
I Lint ten Ausfuhrungsbeispiel dcr vorlicgcndcn. lirfindung 
auf cine siufcnanigc Wcisc: 

Fig. 14A bis 16C Qucrschniiisansichicn cincs Vcrfahrcns 
/.um TTcrslcllcn cincr TTalblciicrvorrichtung gcmaB cineni 
scchstcn Ausfuhrungsbeispiel dcr vorlicgcndcn lirfindung 
auf cine siufcnanigc Wcisc; und 

Fig. 17A und 17B Qucrschniiisansichicn eincs Vcrfah- 
rcns /.um TTcrslcllcn dcr TIalblciicrvorrichlung unicr Vcr- 
wendung cincr abgcwandcltcn Verstarkungsplalle gemaf?. 
dem scchstcn Ausfuhrungsbeispiel dcr vorlicgcndcn lirfin- 
dung. 

Tn den Ausfiihrungsbeispiclcn isl mil cineni TTalbleitcrwa- 
fcr cin Wafer gcmeinl, bevor und nachdem cin Wafcrschnci- 
deschritt ausgefuhrt wird, vorausgesct/.l, daB dcr Wafer cine 
Konlur seines A nf angs/.ustands aufweisl. 

Nachstchcnd erfolgi die Bcschrcibung cincs crstcn Aus- 
fuhrungsbeispiels dcr vorlicgcndcn lirfindung. 

In dem crstcn Ausfuhrungsbeispiel dcr vorlicgcndcn lir- 
findung wird cin Verfahren /.um TTcrslcllcn cincr TTalblciicr- 
vorrichtung gcmaB dcr vorlicgcndcn lirfindung an verschie- 
dencn TTalhlciiervorrichiungen angcwcndcl, die bcwcglichc 
Abschnillc bcinhallen, wic /.uin Bcispicl cin an der Oberfla- 
chc mikrovcrarbcitcicr Beschlcunigungssensor, cin Drch- 
winkclscnsor und cine rcflckticrcndc digilalc Mikrospiegcl- 
Projcklionsvorrichlung bzw. DMD. Das Verfahren in dem 
crstcn Ausfuhrungsbeispiel dcr vorlicgcndcn lirfindung 
wird unlcr Bezugnahme auf die Fig. 1 A bis 2C crlaulcrl. 

Zucrsi wird, wic cs in Fig. 1 A ge/eigt ist. cine Schui/.lagc 
1 vorbercitei. Die Schul/.lagc 1 isl aus cincr UV-hancndcn 
Schui/.lagc ausgcbildci, wobci cine Basis von ihr /.um Bci- 
spicl aus Polyolcfin bestehl. Die Schul/.lagc wcist cine Klcb- 
slolTobcrflachc la /.um Bcdccken cincs ITalblcitcrwafcrs 11 
und cine Oherfliiehc lb an cincr dcr KlebslofToberflache In 
gegenubcrlicgcnden Seilc auf. Weiierhin ist cine Montagc- 
vorrichtung 4, wic sic in Fig. IB gczcigt ist, auf cineni lir- 
wamiungsvorrichiungsblock (nicht gczcigl) angcordnci. 
Die Mont age vorrichtung 4 wcisl Vcrlicfungcn 2 und Ixjchcr 
3 fur cine Vakuumabsorption auf. Dcr Erwarmungsvorrich- 
tungsblock fuhrt die Vakuumabsorption zusamincnwirkend 
mil den Lochcrn 3 der Mont age vorrichtung 4 durch. 

Als nachslcs wird in cincm Monlagevorrichlungs-Befe- 
sligungsschrilt, der in Fig. 1C gczcigl isl, die Schul/.lagc 1 
auf dcr Moniagcvorrichtung 4 angcordnci, wobci die Ober- 
Hachc lb die Montage vorrichiung 4 beruhrt und die Klcb- 
siolVobcrllachc la nach oben frcilicgl. Dann wird die 
Schui/.lagc 1 durch Vakuumabsorpiion, die durch die Txv 
chcr 3 durchgefuhrt wird, entlang der Vcrticfungcn 2 cingc- 
bcull. Da die Moniagcvorrichiung 4 auf cine Temperalur in 
cincm Bereich von 40 bis 2()(}°C erwanni isl. wcrden 
Schui/kappcnabschniltc 5 auf dcr Schul/.lagc I mil Fonncn 
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ausgcbildci, die den Vcrticfungcn 2 cnisprechcn. Die 
Schul/.lagc 1 wird durch An/.ichung durch die L 6c her 3 an 
dcr Mont age vorrichiung 4 bcfcsligt. 

Tn cincm Schui/.lagenbcrcich-linlfcrnungsschrilt, dcr in 
5 Fig. ID ge/.cigl isl. wird die Moniagcvorrichtung 4 /.usam- 
mcn mil dcr Schul/.lagc 1, die an der Moniagcvorrichtung 4 
befesiigi isl. von dem lirwarmungsvorrichlungsblock gelosl. 
Die Moniagcvorrichtung 4 wird dann auf cincm Triigcr 
(nichi gc/.cigt) angcordnci, wclchcr wic dcr lirwannungs- 

K) vorrichlungsblock unlcr Vakuum absorbicrcn kann. Dann 
wcrden Bcrcichc dcr Schul/.lagc 1, an denen in cincm nach- 
slchend bcschriebcncn Waferschncideschrill cin Wafer- 
schnciden durch/.ufuhrcn ist, durch Abtrenncn cnifernt, um 
dadurch Rillcn 6 an den cntfcrnlen Bcrcichen b/w. Wafcr- 

15 schncidcbercichen aus/ubilden. Als lirgebnis ist die Schut/.- 
lage 1 in Bcrcichc gclcill, die Abmcssungcn aulwciscn, die 
ungefiihr die gleichen wie diejenigen von TTal b lei icrc hips 
sind, die aus/.ubildcn sind. Tn diescm Schriti wird die 
Schut/.lage 1, da die Schut/Jagc 1 durch Vakuumabsorpiion 

20 an dcr Moniagcvorrichtung 4 befestigt ist. nicht in St tie ken 
gelosl, nachdem dcr Schut/lagcnbercich-Tintfcrnungsschritl 
ausgefuhrt worden isl. 

Als niichsles wird in cincm Wafcrvcrbindungsschritl, dcr 
in Fig. Hi gczcigl ist, dcr TTalblcitcrwafer 11, dcr bewcgli- 

25 die Abschnillc 10 aufweisl und /um Bcispicl aus Sili/.ium 
bcslchl, durch KlcbstofVe dcrarl mil dcr Schul/.lagc 1 vcr- 
bunden, daB die bcwcglichcn Abschnillc 10 den Kappcnab- 
schnittcn 5 gegenubcrliegcn. Die Schul/.lagc 1 kann cine 
druckcmphndliche Klcbsiofflagc scin, so daB der TTalblcitcr- 

30 wafer 11 clan ill vcrbunden wird. Das Posilionicrcn /.wischen 
der Schut/.lagc 1 und dem TTalblcitcrwafer 11 wird durch 
Ausrichtungsmarkicrungcn, die auf dcr Schut/.lagc 1 und 
dem TTalblcilerwafer 11 ausgebildet sind, otler durch cine 
CCD-Kamera durchgefuhrt. liin Roller kann bci cincm Tir- 

35 warmen des TIalbleiicrwafers 11 auf dem TTalblcilerwafer 11 
gerollt wcrden. so daB dcr TTalblcilerwafer 11 mil dcr 
Schul/.lagc 1 vcrbunden wcrden kann, ohnc liinschliissc in 
den Klebstoffen zu er/cugen und cine TTaflkraft der Klcb- 
slolVc zu vcrschlechtcrn. 

4<) Dann wird cine Chipvcreinzelungslage 12 an der.andcrcn 
Oberflachc des ITalblcitcrwafcrs 11 an cincr den bcwcgli- 
chcn Abschnitlcn 10 gegenubcrlicgcnden Seite angcbrachl. 
Die Chipvcreinzelungslage 12 kann an dem Halbleitcrwafer 
11 angebracht wcrden, bevor dcr TTalblcitcrwafer 11 mil dcr 

45 Schut/.lagc 1 vcrbunden wird. Durch das Durchfuhrcn des 
zuvor bcschriebcncn Waferverbindungsschrilts, wie cr in 
Fig. Hi gczcigl ist. wird dcr ITalblciterwafcr 11 an cincr 
Obcrfliiche an Schui/.tcilcn bzw. Schuizkappcn 14 angc- 
brachl und wird cr an der andcrcn Obcrllachc an der Chip- 

50 vcrcin/elungslagc 12 angcbrachl. Jedcs dcr Schuiztcilc 14 
weist eincn enlsprcchendcn dcr Kappcnahschnitte 5 und 
einc Abmcssung auf, die die gleiche wie die jedcs TTalblci- 
tcrchip ist, und wird cs an dem TTalblcilerwafer 11 ange- 
bracht, wahrend diescr an dcr Moniagcvorrichtung 4 befe- 

55 stigt ist. In Fig. Hi sind, obgicich lediglich cin beweglichcr 
Abschnitt 10 in jedem Chipbcrcich dargcstcllt ist, im allgc- 
mcincn mchrere bcwcglichc Abschnillc 10 in jedem Chip- 
bcrcich vorgeschen. 

Nachfolgcnd wird in dem WaferschneideschritU dcr in 

60 Fi|». 2 A gczcigt ist. nachdem die Moniagcvorrichtung 4 von 
dcr Schut/.lagc 1 bzw. den Schutztcilen 14 gcldst worden ist, 
der TTalblcitcrwafer 11 durch Vakuumabsorpiion an cincm 
Chipvercinzclungsiragcr 13 bcfcsligt. In Fig. 2A ist einede- 
tailliertc Siruktur des Chipvcrcinzelungstragers 13 wegge- 

65 lassen. Dann wird das Wafcrschncidcn entlang den Rillcn 6 
durchgefuhrt. an denen die Schut/.lagc 1 entferni isl, wo- 
durch dcr TTalblcilerwafer 11 in die TTalbleiicrchips gclcill 
wird. Zu diescm Zeiipunkl wird die Chipvcreinzelungslage 
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12 nichi vollstandig gctrcnnt. Die TIalbleiicrchips werden 
durch die jcwciligcn Schulzteile 14 geschutzt. 

Bci dicscrn Waicrschncidcschritt wird die Schul/lagc 1 
nichl gclrcnnl. Desha I h werden keincrlei Bruchsliicke der 
Schutzlage 1 erzcugl, uni aufden TIalbleiterchips zu vcrblci- 
ben, wodurch cine Vcrunreinigung der ('hips verhindert 
wird. AuBerdem wird, da eine Waiersehncidcklinge in dcrn 
Waferschncideschritl kaum die Schulzteile 14 bcruhrt, kein 
Abirennen der Ilalbleitertcile 14 durch die Waferschneide- 
klinge vcrursachi. 

Da die Schutzlage 1 nicht so fesl an dcrn TTalbleitcrwafcr 
11 angebrachl werden muB. ist das Entfernen der Schuizleilc 
14 einfach. Bci cinem Sehut/lcil-Hntfernungsschrill, wic er 
in Fig. 2B gc/cigl isl, wird eine Quarzglas-Montagevorrich- 
lung 15, die iinsiandc isl, ahnlich der Montage vorrichl ung 
14 eine Vakuurnabsorplion durchzufiihren, aufden Schutz- 
leilen 14 angeordnei, die den TTaibleilerwaicr 11 bedecken. 
Dann wird eine UV-Bcs Iran lung durch die Quarzglas-Mon- 
l age vorrichlung 15 derail durchgefiihrl, daB der KlcbslotT 
gehartel wird, urn eine verringerie TTalikrafl aufzuweisen. 
unci werden die Schuizleilc 14 durch die Vakuurnabsorplion 
cntfernl. DemgemaB wird der Xusland gcschallen, der in 
Fig. 2C gezeigl ist. 

Die Quarzglas-Monlagcvorrichtung 15 kann wic die 
Montage vorrichlung 4, die zuvor besehrieben worden isl, 
Vcrtiefungcn aufWcisen. Ansonsien kann die Quarzglas- 
Moniagevorriehtung 15 lediglich Locher fur eine Vakuurn- 
absorplion an Positioned aufweisen, die Aachen Flachen der 
Schuizleilc 14 entsprcchen. Jcder Haiblciterchip bzw. jede 
TIalblcilervorrichtung 100. die durch Entfernen der Schulz- 
teile 14 ausgebildet wird, kann als ein hcrkommlichcr IC- 
C'hip gehandhabl werden. Obgleich die Quarzglas-Montage- 
vorrichlung 15 in dem vorliegenden Ausfuhrungsbeispiel 
verwendei wird, unidic Schuizleilc 14 zu entfernen, sindan- 
derc Materialien als die Montage vorrichlung 15 vcrwend- 
bar, vorausgcsetzl, daB das Material UV durchlasscn kann. 
Die UV-Bestrahlung kann unler Vcrwcndung cines Spiegcls 
odcr cincr oplischen Eascr durchgefiihrl werden, vorausgc- 
setzl, daB die gcsamlc Wafcroberflachc mil UV bcsirahlt 
wird. 

Wcnn die Schutzlage 1 aus eineni sich bci Warme /Aisam- 
rnenzichenden Kunstsloflilm beslchl, werden die Ri lien 6 
aufgrund eines Zusamnicnziehens der Schutzlage 1 bei 
Warme aufgeweitel, nachdeni der Schutzlagcnbercich-Enl- 
fcrnungsschrill ausgefiihrt worden isL. Deshalb konnen die 
cntfemicn Bereiche der Schutzlage 1 vcrringert werden. 
Ebcnso kann, da es schwicrig isl, daB die Wafcrschncidc- 
klinge die Schutzlage 1 in dem Waferschncideschritl be- 
ruhrt, der Wafcrschncidcschrill einfacher durchgciuhrl wer- 
den. Vorzugswcise wird der sich bei Warme zusammenzic- 
hende Kunslstoffihn aus Eilmcn der Polyolefinfamilie, wic 
zum lieispiel eineni Pol ycthylcn film und cinem Polypropy- 
lenfilm, und Eilmcn ausgewahlt, die durch Ziehen vcrarbei- 
let werden, wie zurn Beispiel ein Polyvinylchloridfitm und 
ein Polycslerhlm. 

In dem vorliegenden Ausfuhrungsbeispiel wird die 
Schutzlage 1 durch Vakuumabsorption an der Montagcvor- 
richtung 4 befesligt. Deshalb kann die Schutzlage 1 einfach 
an der Montage vorrichlung 4 befesligt werden und von der 
Montage vorrichlung 4 gelost. werden, ohne beschadigt zu 
werden. Ebenso wird, da die Schutzlage 1 nicht in dem Wa- 
ferschncidcschritl zerteilt wird, die I^ebensdauer der Wafer- 
schncideklingc verlangerL 

Nachstchend crlblgl die Beschreibung eines zweiten Aus- 
fuhrungsbcispicls der vorliegenden Erfindung. 

In dem zweiten Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Er- 
findung werden die Schuizleilc bzw. Schutzkappen 14 ahn- 
lieh dcrn crsten Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Erfin- 



dung ausgebildet. Unicrschicde zu dent ersien Ausluhrungs- 
bcispicl der vorliegenden Erfindung sind, daB der Halblci- 
lerwafer 11 AnschluBnachenabschnitle 2.1 aufwcisl, die 
durch Draht.kont.aklicrung elcklrisch mil. exlcrncn Schallun- 
5 gen zu verbinden sind (sic he Fig. 310, und daB die Schuiz- 
leilc 14 nicht enifemt werden und in Erzcugnisscn vcrblei- 
ben. Deshalb rnussen die Schuizleilc 14 icilweisc an Ab- 
schnittcn cntfernl werden, die den AnschluBllaehenab- 
schniiien 21 entsprcchen. Die Ilaupiumcrschicdc zu dem er- 

10 sten Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Eriindung wer- 
den nachstchend dclaillierlcr besehrieben. lis isl an/.umer- 
ken. daB die gleichcn Tcilc wie diejenigen in deni crsten 
Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Eriindung in dcrn 
zweiten Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Eriindung 

15 und spater beschriebenen andercn Ausfuhrungsbcispiclen 
der vorliegenden Erfindung mil den gleichcn Bezugszcichen 
bezcichnei sind. 

Die Fig. 3A bis 4B zeigen schcrnatisch das Vcrfahrcn 
zurn Hcrstcllen der Halbleilervorrichlung gemaB dem zwei- 

20 ten Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung auf 
eine stufenartige Weisc. Die Schrittc, die in den Fig. 3A bis 
3C gezeigl sind, werden im wescnt lichen auf die gleiche 
Weisc durchgefiihrl, wic diejenigen, die in den Fig. 1A bis 
IC gezeigl sind. In cinem Schutzlagcnbercich-Enllernungs- 

25 schritl, der in Fig. 3D gezeigl isl, werden Bereiche der 
Schutzlage 1, an denen das Wafcrschneiden durchzufuhren 
ist, und Bereiche der Schutzlage 1, die den AnschluBflii- 
chenabschnitten 21 entsprcchen, wie in dem Schritl, der in 
Fig. ID gezeigl ist, enifemt, urn Offnungsabschnitle 23 aus- : . 

30 zubildcn. Die Bereiche, die den AnschluBflachcnabschnilien 
21 cnisprechen, konnen in eineni Lagenzustand durch Pres- 
scn odcr dcrglcichcn von der Schutzlage 1 enifemt werden, 
bevor tier Schutzlageubereich-Entfeniungsschrilt ausge- 
fuhrl wird. 

35 Als nachstes wird in cinem Waferverbindungsschrilt, der 
in Fig. 3E gezeigl ist, der Halblcitcrwafer 11 dcrarl mil der 
Schutzlage 1 vcrbunden, daB die AnschluBflachcnabschnitte 
21 an den OfTnungsabschnitlen 23 freiliegen. DerngemaB 
liegen sowohl die AnschluBflachcnabschnitte 21 als auch 

40 die Wafcrschneideabschnittc 22 an den jeweiligcn Off- 
nungsabschnitlen 23 frci. Die andere Vorgehcnsweise in 
dem Waferverbindungsschritt ist im wcscntlichen die glei- 
che wie die in dem crsten Ausfuhrungsbeispiel der vorlie- 
genden Erfindung. In dcrn vorliegenden Ausfuhrungsbei- 

45 spiel kann, da die Schuizleilc 14 nicht cntfernl werden rnus- 
sen, die Schutzlage 1 fesl befesligt werden. Dies ist bevor- 
zugt, urn das Abirennen der Schutzlage 1 zu verhindcrn. Es 
ist nicht immcr nolwendig, die AnschluBflachcnabschniUc 
21 vollkommen frcizulegcn. Die AnschluBnachenabschnitle 

50 21 konnen aus jcwciligcn Ecnstcrn zur Drahlkonlaktierung 
Icilweisc freigclegl werden. 

Als nachsies wird, wie es in Fig. 4A gezeigl isl, der Wa- 
fcrschncideschritt im wcscntlichen auf die gleiche Wcise 
wie in dem crsten Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Er- 

55 tindung ausgcfuhrl, urn dadurch den Halbleiterwafer 11 in 
Halbleitcrchips bzw. -vorrichiungen 200 zu schneiden. In 
dem vorliegenden Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden 
Erfindung halt, wie es in Fig. 4B gezeigl ist, jeder Halblei- 
terchip 200 jedes Schutzteil 14. Nachdeni der Waferschnci- 

60 deschritt ausgefuhrt worden ist, werden die Halbleitcrchips 
200 von derChipvereinzelungslagc 12 gelost. Dann wird ein 
Drahlkoniakticrungsschritt an jedem Haiblciterchip 200 
derart durchgefiihrl , daB Drahte mil den AnschluBflacnenab- 
schnittcn 21 vcrbunden werden, die aus dem Offnungsab- 

65 schniti 23 des Schutztcils 14 freiliegen. Die AnschluBfla- 
chcnabschniUc 21 werden vorzugswcise vor dem Drahlkon- 
taktierungsschriu gereinigt. 

Fig. 5 zcigl eine Halbleitcrvorrichtung, an wclchcr der 
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Drahikont.akucrungsschriil durchgcfuhn wird, als cin Bci- 
spicl. Ein Halblcitcrhcschlcunigungsscnsor 31, dcr als cincr 
dcr T-Talblcilcrchips 200 ausgcbildcl ist, wird aufeinem Sub- 
si ra I 30 (/.um Bcispicl einciti Keramiksubslral, ciner gc- 
drucklcn T.xiierplatie odcr cincrn Ecilcrrahmen) durch cincn 
Klcbsloff b/.w. cine KlcbslotHagc 32, cine Silberpasie odcr 
dcrglcichcn durch Bcdienen cincs Robolcrarms odcr dcr- 
glcichcn angcordncl. Als niichsics wird cin Drahl, dcr aus 
Gold, Aluminium odcr dcrglcichcn bcsichl, auf cincm An- 
schluBflachenabschnill 21 und cincm AnschluB 34 bcfcsligl, 
dcr auf dem Substral 30 vorgeschen ist. Dahcr wird dcr 
D rah ikontakticrungsseh rill ausgefuhrt. 

Fig. 6 zeigt den Beschleunigungssensor 31 b/.w. den 
TTalbleiicrchip 200 von ciner Scile des Schulzteils 14. Wic 
es in Fig. 6 gczcigl isl, bedeck I das Schulzteil 14 den Be- 
schleunigungsscnsor 31 ausgcnoninicn des Waferschneide- 
absehnius 22 und dcr AnschluBllachenabschnillc 21. Dcr 
Offnungsabschnill 23 isl cin Abschnitl, dcr nichl mil deni 
Schutzlcil 14 bedeckt ist. Weilcrhin zeigen die Fig. 7A und 
7B cincn Fall, in dem die AnschluBflachenabschnillc 21 lei 1- 20 
wcisc aus dem Schutzlcil 14 frcilicgcn, das hciBt, die Off- 
nungsabschnittc 23 sind dcrart ausgcbildcl, daB sic lei I wcisc 
die AnschluBflaehcnabschniUc21 frcilegcn. 

Dahcr kann gcmaB dem vorlicgcndcn Ausfuhrungsbei- 
spicl zusal/.lich zu den gleichen HflekLen wic denjenigen in 
dem erst en Austuhrungsbeispiel dcr vorlicgcndcn Erfin- 
dung, dcr Druhlkontaklierungsschrilt ohne cin Enlfcrnen der 
Schut/.lagc 1 bzw. des Schulzlcils 14 von dem TTalbleilcr- 
chip 200 durchgefuhrt werden. Da cs nichl nolwcndig ist, 
das Schutzlcil 14 nach dem Wafersehneideschriti zu entfer- 
nen, kann die Schut/.lagc 1 fcsl mil dem Wafer vcrbunden 
werden. Als Ergebnis kann das Abtrcnncn dcr Schulzlagc 1 
/.wcckmaBiger vcrhindcrl werden. 

Nachstchcnd crfolgt die Bcschrcibung cincs drill en Aus- 
fuhrungsbcispicls dcr vorlicgcndcn Erfindung. 35 

Die Fig. 8A bis 8F zeigen cin Vcrfahren zum TTerslcllen 
cincr TTalbleilervorrichtung gcmaB dem driitcn Ausfuh- 
rungsbeispicl dcr vorlicgcndcn Erfindung auf cine stufenar- 
tige Wcisc, In den erslcn und zwcilcn Ausfuhrungsbcispic- 
Icn dcr vorlicgcndcn Erfindung wird der TTalblcilerwafcr 11 40 
von cincr seiner Obcrflachcn vcrarbeitel. Im CJegcnsal/. dazu 
wird in deni vorlicgcndcn A usfiihrungs bcispicl dcr Hal b lei- 
tcrwafer 11 von scinen vordcren und hintercn Obcrflachcn 
vcrarbeiici. Das hciBl, wic cs in Fig. 8A gczcigl isl, dcr 
ITalblcilerwafer 11 in dem vorlicgcndcn Ausfiihrungsbci- 45 
spiel wcisi von dcr hintcren Obcrflachc verarbcilctc Ab- 
schnittc 41 auf, die durch At/en odcr dcrglcichcn, das von 
der hintcren Obcrflachc durchgcfuhn wird, als OlTnungsab- 
schnitle ausgcbildcl werden. Die bewcglichcn y\bsehnitlc 10 
licgen sowohl aus dcr vordcren als auch hintcren Obcrtlachc 50 
des TTalbleitcr wafers 11 frei. 

In cine in Klcbstofflagcn-Vcrbindungsschritl an der hinle- 
rcn Obedlachc wird cine Klcbstofflage b/.w. rucksciligc 
Schut/.lagc 42 mil dcr hintcren Obcrflachc des Ualbleilerwa- 
fers 11 vcrbunden, urn die hi mere Obcrtlachc zu schiilzen. 55 
Weilcrhin wird in dem Waferverbindungsschriti die Schuiz- 
lagc 1, welchc wic in dem erslcn Ausfiihrungsbcispicl dcr 
vorlicgcndcn Erfindung dcrari vcrarbeitel wird, daB sic die 
Rillcn 6 aufwcisl. mil dcr vordcren Obcrflachc des Halblei- 
icrwafers 11 vcrbunden, wahrend sic an dcr Monlagcvor- 60 
richiung 4 bcfesiigl isl. Dieser Zusiand isl in Fig. 8B ge- 
zeigl. 

Dann wird, wic cs in Fig. 8C gczcigl isl, die Schut/.lagc 1 
von der Moniagcvorrichiung 4 gelost. Danach wird. wic es 
in Fig. 8D ge/.eigi isl, dcr llalblcitcrwafcr 11 durch Vaku- 65 
umabsorption mittcls cincs Walcrschneidcsircifcns 12a an 
der Scile des Klchstoffilms 42 an dem Walcrschncidetragcr 
(in Fig. 8D nichl gczcigl) bcfcsligl. Dann wird dcr Wafer- 
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schneidcschrill wic in dem erslcn Ausfuhrungsbeispicl der 
vorlicgcndcn Erfindung ausgefuhrt. Dcr Wafcrschncide- 
slrcifcn 12a weisl die gleiche I'unklion wic die der Chipvcr- 
cin/.elungslage 12 auf und wird nichl vollslandig /.erlcill . 
5 DctngcniaB wird dcr TTalblcilerwafcr 11 in C.'hips gcieilt. 
Wic es in Fig. 8E gczcigl isl, isl jeder Chip durch das 
Schut/.lcil 14 an seiner Scile der vordcren Obcrflachc und 
durch den Klcbsloff i I ni 42 an seiner Scile dcr hintcren Obcr- 
flachc gcschut/.i. Dann wird wic in dem erslcn Ausfuhrungs- 
10 bcispicl dcr vorlicgcndcn Erfindung das Schul/.tcil 14 cnl- 
fernl. urn dadurch cincn TIalblciicrchip b/.w. cine TTalbleilcr- 
vorrichlung 3<)0 vor/.uschen. die in Fig. 8F gczcigl isl. Dcr 
Halblcilerchip300 kann wic cin herkommlichcr KM "hip ge- 
handhabl werden. 
15 Das vorlicgcndc Ausfuhrungsbeispicl kann mil dem 
zweilen Ausfuhrungsbeispicl der vorlicgcndcn Erfindung 
bci dem Ausbilden des Schut/.ieils 14 kombinien werden. 
Fig. 9 /cigl die Abwandlung. Das Schut/.lcil 14, das die vor- 
dcrc Obcrflachc des TTalbleiterchip 300 schut/.t, wird dcrari 
ausgcbildcl, daB die AnschluBfiachcnabschnille 21 und der 
Wafcrschneideabschnitt 22 aus cincm OfTnungsabschnill 23 
frei licgen. DemgemaB kann der Drahtkonlaklierungsschril t 
an dem TIalblciicrchip 300 ahnlich zu dem Beschleuni- 
gungsscnsor 31 durchgcfuhn werden, dcr in Fig. 5 gczcigl 
23 ist. 

Dahcr konnen gcmiiB dem vorlicgcndcn Ausfuhrungsbei- 
spicl die gleichen Effekte wie dicjenigen in den erslcn und 
/.wciicn Ausfuhrungsbcispiclen der vorlicgcndcn Erfindung 
erzielt werden. Zusalzlich konnen auch dann, wenn die be- 
30 wcglichen Abschnille 10 aus beiden Obcrflachcn des TTalb- 
leilerwafers 11 frciliegen, die bewcglichcn Abschniltc 10 
z.wcckmaBig gcschui/.i werden. 

In dem Wafersclineidcschritt konnen zwei Arlcn von Wa- 
ferschncideklingcn in Ubcreinstimmung mil den Eigen- 
schaftcn dcr Klcbstofflage 42 verwendet werden, um die Lc- 
bensdauer der Wafcrschncidcklingen zu verlangern. Gc- 
naucr gesagl, zcrtcill cine erslc Klingc den TTalbleiterwafcr 
11 etwas, wic cs durch eincn Pfeil CI in Fig. 8D gczcigl isl, 
und schncidct dann cine zweile Klingc den verb lei benden 
TTalblcilerwafcr 11, den Klcbsioffilm 42 und den Wafer- 
schncidcstrcifcn 12a. wic cs durch cincn Pfcil C2 in Fig. 8D 
gczcigl isl. Die zweile Klingc isl dicker als die erslc Klingc 
und bcsichl aus cincm Material, das sich von dem der erslcn 
Klingc unlcrschcidcl. Dahcr kann cin zweislufigcs Zerteilcn 
ausgefuhrt werden. Wenn die Dickc dcr Schulzlagc 1 bzw. 
des Schutztcils 14 auf zum Bcispicl 50 urn erhdht wird, kann 
der TTalbleiterwafcr 11 von seiner hinlcrcn Obcrflachc zcr- 
ici It werden. 

Das Schutzlcil 14 wcist den Kappcnabschnitl 5 auf, um in 
den zuvor beschricbenen Ausfuhrungsbcispiclen keincn be- 
wcglichcn Abschnitl 10 zu beriihrcn. Dcr Kappenabsehnilt 5 
wird durch die Mont age vorrichtung 4 ausgcbildcl, die die 
Vcrticfungcn 2 aufwcisl. Jedoch kann, wic cs in Fig. 10 gc- 
zcigl isl, cin Klcbsloff 52 aufeinem flachen Schulzieil 51 
dorl angcordncl werden, wo die bewcglichcn Abschnille 10 
des TTalblcitcrwafcrs 11 keincn Konflikt verursachen. Dem- 
gemaB kann durch den KlcbstolT 52 vcrhindcrl werden, daB 
das Schul/.tcil die bewcglichcn Abschnille 10 bcruhrt. Das 
Schutzlcil 51 wird durch Anordncn des KlcbstotTs 52 auf 
dcr flachen Schut/.lagc 1 und durch Ausbilden der Vcrticfun- 
gcn 6 odcr der OfTnungsabschniite 23 in der Schulzlagc 1 
ausgcbildcl. In dicscm Eall konnen die Veriiefungcn 2 der 
Moniagcvorrichiung 4 wcggelassen werden, was zu niedri- 
gen Kosten fiihri. 

Nachstchcnd crfolgt die Bcschrcibung cincs vicrtcn Aus- 
ftihrungsbcispicls der vorlicgcndcn Erfindung. 

Die Fig. 1 1 A bis 1 1 E zeigen cin Vcrfahren zum llcrstellcn 
cincr TTalbleiier\^orrichtung gcmaB dem vicrtcn Ausfuh- 
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rungsbcispicl dcr vorlicgcndcn Erfindung auf cine siufcnar- 
tigc Wcisc. In dem vicrlcn Ausfuhrungsbeispiel dcr vorlic- 
gcndcn Krflndung werden, wic cs in Fig. 1 1 A gczeigt isl, bc- 
weglichc Abschnillc 61 in dem Halhlcilcrwafcr 11 mil cincr 
Ticfc in cincm Bcreich von ungefahr 0,5 bis 100 urn von ei- 
ncr Obcrflache des Wafers 11 ausgcbildcl. In deni vorlicgcn- 
dcn Ausfuhrungsbeispiel wird insbesonderc cine Veriicfung 
62, die durch jeden bcwcglichcn Abschnilt 61 unddic Obcr- 
flache 60 dclinicn isu auf ungefahr 3 uni cingcsiclli. In die- 
seni Fall kann cin Schutzleil b/w. cine Schul/.kappe 63 flach 
scin. Dcshalb werden in deni vorlicgcndcn Ausluhrungsbci- 
spiel dcr Montagevorrichtungs-Bcfestigungsschritt. dcr 
Sc h u Iz lage n bereich-1 in ifcrn u ngsschri I 1 , dcr Wafervcrbi n - 
dungsschrill und der Schutzlagcn-Verbindungsschrilt an dcr 
hinicren Oberllache durchgefuhrl, wic cs /.uvor beschricben 
worden isl, wahrend der Schut/.film 1 flach blcibu ohne die 
Kappcnabschniltc 5 auszubildcn, uni dadurch den Zustand 
auszubildcn, dcr in Fig. 1 IB gczcigt ist. 

A Is niichstcs werden, wic cs in Fig. 1 1C und 1.1 D gczcigt 
ist, dcr WaferschneideschriU und der Schutzteil-EnLfer- 
nungsschrilt wic in deni dritten Ausluhrungsbcispiel dcr 
vorlicgcndcn Krhndung ausgefuhrt, urn dadurch einen ITalb- 
leilerchip bzw. cine Ilalbleilcrvorrichlung 400 auszubildcn, 
die in* Fig. 1 Hi gczcigt isl; Das Schutzleil 63 kann wic in 
dent zweiten Ausfuhrungsbeispiel dcr .vorlicgcndcn lirfin- 
dung ausgcbildcl werden. Fig. 12 zeigt den Ilalblcilcrchip 
400, dcrdcmgemaB dcrarl ausgcbildcl ist, daB crdas Schutz- 
leil 63 aufwcisl, aus dem die AnschluBIlachcnabschnillc 21 
frcilicgcn. Dcr Ilalblcilcrchip 400, dcr in Fig. 12 gczcigt ist, 
kann dem Drahtkontaktierungsschritl untcrzogen werden, 
wiihrend das Schutzleil 63 wic in dem zweiten Ausluh- 
rungsbcispiel der vorlicgcndcn Frfindung gchall.cn wird, 

Obglcich die bcwcglichcn Abschnillc 10 in dem vorlic- 
gcndcn Ausluhrungsbcispiel aus sowohl vordercn als auch 
hinicren Oberflachen des Ilalblcilcrwafcrs 11 frcilicgcn, 
konnen die bcwcglichcn Abschnillc 10 wic in den crsten und 
zweiten Ausfuhrungsbcispielcn dcr vorlicgcndcn lirfindung 
lediglich aus dcr vordercn Obcrflache des Ilalbleitcrwafcrs 
11 frcilicgcn, vorausgesctzt, dal3 die bcwcglichcn Ab- 
schnillc 10 mil cincr Ticfc in cincm Bcreich von ungefahr 
0,5 bis 100 u m von dcr vordercn Obcrllachc des Wafers in 
dem Wafer ausgcbildcl werden. Daher konnen gcmaB dem 
vorlicgcndcn Ausfuhrungsbeispiel die gleichen Effcklc wic 
dicjenigen in den crsten bis dritten Ausfuhrungsbcispielcn 
dcr vorlicgcndcn Hrfindung durch Anwcnden dcr llachen 
Schuizlagc 1 b/w. des flachen Schulzicils 63 an dcn.IIalblci- 
lerwafer 11 vorgeschen werden, der die zuvor beschricbenc 
Slruktur aufweist. 

Nachstchcnd crfolgt die Bcschrcibung cincs fun ft en Aus- 
fuhrungsbeispiels der vorlicgcndcn lirlindung. 

Tn dent liinftcn Ausfuhrungsbeispiel der vorlicgcndcn Kr- 
hndung wcisl cin Ilalblcilcrchip 500, der durch Chipverein- 
zelung cincs Ilalblcilcrwafcrs 11 ausgcbildcl wird, Kontak- 
lierungsfleckcn auf, die von diescnt frcilicgcn, um cleklrisch 
mil cxtcrncn Abschnillen verbunden zu werden. Die. Fig. 
13A bis 13H zcigen cin Verfahren zum Hcrstcllcn des Hal b- 
leiterchip 500 gcmaB dem funflcn Ausfuhrungsbeispiel dcr 
vorlicgcndcn lirlindung auf cine stufenartigc Wcisc. 

Zucrst werden in cincm Konlaktierungsflccken-Ausbil- 
dungsschritl, dcr in Fig. 13A gczcigt ist, Konlakticrungs- 
llccken 70 auf dcr vordercn Oberllache des Ilalbleitcrwafcrs 
11 ausgcbildcl, uni cleklrisch mil den AnschiuGfiachcnab- 
schnittcn 21 verbunden zu werden. Die Kontaktierungsflck- 
ken 70 werden aus zum Bcispicl eineni cutckiischen Loi 
odcr cincm Lot ausgcbildcl, das In bcinhaltct. Stch-Kontak- 
tierungsflecken bzw. Drahtkontakticrungsllcckcn, die aus 
Goldkugcln bestchen. wclche durch Drahlkontaklicrung von 
Golddrahlcn ausgcbildcl werden, konnen als die Koniaklic- 
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rungsflecken 70 angewendet werden. 

In dem Montagevorrichlungs-Befcstigungsschrilt wird 
die Schuizlagc 1 an dcr Montage vorrichlung 4 bcfesLigt, 
Dann wird in dem Schulzlagcnbercich-Knlfcrnungsschriii 
5 die Schuizlagc 1 mi I Ids cincs Hxcimerlasers odcr dcrglei- 
chen dcrart icil wcisc cntfemt, daB sic an Bereichcn, die bc- 
. wcglichcn Abschnillen 61 des Ilalbleitcrwafcrs 11 enlspre- 
chen, Vcrticfungcn 71 aufwcisl. Die Vcrticfungcn 71 weisen 
die gleiche Funktion wic diejenige der Kappcnabschniltc 5 

10 auf, die zuvor beschricben worden sind. Wcnn die bewegli- 
chen Abschnillc 61 in dem Wafer 11 mil eincr Ticfc in cincm 
Bcreich von ungefahr 0,5 bis 100 urn von dcr Waferobcrfla- 
che 60 vorgeschen werden, isl cs nichl inmier nolwcndig, 
die Vcrticfungcn 71 auszubildcn. 

15 In dem Schutzlagcnbcreich-Iinifcrnungsschritl werden 
die Rillen 6 wcilerhin in der Schuizlagc I, die an der Monla- 
gevorrichlung 4 bcfcsiigt ist, an Bereichcn bzw. Ritzberei- 
chen ausgcbildcl, an denen das Wafcrschneidcn durchzufuh- 
ren isl, urn dadurch die Schuizlagc 1 in Sliickc zu tcilcn, von 

20 denen jedes cine Abmcssung aufweist. die jedem Halblciter- 
chip cnlspricht. Zu dicscm Zeilpunkt werden ebenso Bcrei- 
chc der Schuizlagc 1, die den Kontaklicrungsfleckcn 70 enl- 
sprcchen, cnlfernl. uni OlTnungsabschnittc 72 auszubildcn, 
Als nachstes wird dcr KIcbstoffilm 42 mil dcr hinicren 

25 Obcrflache des Ilalblcilcrwafcrs 11 verbunden. In dem Wa- 
fervcrbi ndungsschrit I in dem vorlicgcndcn Ausfuhrungsbei- 
spiel werden Schutztcilc 73, die durch Teilen dcr Schuizlagc 
1 ausgcbildet werden, mil dcr hintercn Obcrflache des Ilalb- 
lcilcrwafcrs 11 verbunden, urn die Kontaklierungsfleckcn 70 

30 aus den Oflhungsabschnitlen 72 frcizulegcn, wahrend cr an 
dcr Montagcvorrichtung 4 bcfestigi isl. Als Ergcbnis wird 
der Zustand, der in Fig. 13B gczcigt ist, geschaffen. 

Naclidcm die Schuizlagc 1 von dcr Montagcvorrichtung 4 
gclost worden ist, wird dcr WaferschneideschriU cntlang den 

35 Rillen 6 ausgefuhrt, urn den TIalbleiterwafer 11 in ('hips zu 
tcilcn (si chc Fig. 13C). 

i DemgemaB wird cin Ilalblcilcrchip 500 crziell. dcr in 
Fig. 13D gczcigt ist. Der HalbleiLcrchip 500 ist mil dem 
Schutzleil 73 bedeckt, das die OlTnungsabschnittc 72 auf- 

40 wcist, und die Kontaklierungsfleckcn 70 licgen aus den Off- 
nungsabschnittcn 72 frei. 

Wcilerhin wird cin Substrat 80 vorbereilct, das auf sich 
cine lcilcndc Schicht 81 aufweist. Das Substrat 80 ist vor- 
zugsweisc cin Keramik-, (J las-, Glas/Kcramik- odcr Silizi- 

45 umsubstrat odcr cine gcdruckle Lcilcrplatle, Die lcilcndc 
Schicht 81 ist mil: einer isoliercndcn Schicht 82 bedeckt, die 
dcrarl OlTnungsabschnittc aufweist, daB die lcilcndc Schichl 
81 tcilwcisc ausden OlTnungsabschnitten frcilicgl. 

Dann wird, wic cs in Kig. 13E gczcigt ist, dcr Halblcitcr- 

50 chip 500 dcrart auf dem Substrat 80 angcordnct, daB die 
Kontaklierungsfleckcn 70 die lcilcndc Schichl 80 beriihren, 
die aus den OlTnungsabschnitten frcilicgl. Die Kontaktie- 
rungsflccken 70 und die lcilcndc Schicht 81 werden durch 
Rcflow- odcr Thennokoniprcssionskontaktierung cleklrisch 

55 mitcinander verbunden, Daher kann eine • seitenrichtige 
Kontakticrung, das hciBl, einc Flipchip-Bcfestigung, ausge- 
fuhrt werden. 

Wcnn die Kontaklierungsfleckcn 70 aus eincm cutckii- 
schen Lot bestchen, bctriigi dcr Schmelzpunki des eulckti- 

do schen Ix)ls ungefahr 1 80°C. In dicscm Fall bestcht die Basis, 
die das Schutzleil 73 bildei, aus einem warmebestandigen 
Harz, wic zum Beispicl Polyimid, und wird cin Silikonkleb- 
stoff als der zuvor beschricbenc Klebstoff verwendct. Die 
Kontaklierungsfleckcn 70 konnen aus cincm Lot bestchen, 

65 das In bcinhaltct, dessen Schmcizpunkt nicdrigcr als dcr ci- 
ncs cutckiischen Lois ist. Die Kontaklierungsfleckcn 70 und 
die lcilcndc Schicht 80 konnen in cincr feslcn Phase durch 
Thcniiokotnpressionskontakticrung bci cincr nicdrigcrcn 
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Tcmperaiur mitcinandcr vcrbundcn wcrdcn. Ansonsi.cn kon- 
ncn die Koniakiierungsflcckcn 70 durch cine Silbcrpaste 
vcrbundcn wcrdcn, wclchc im allgcrneincn /.urn Bcfcsiigcn 
von Chips Mil f cine ni SuhsLnit vcrwcndci wird. 

Dahcr wcrdcn gcmaB deni vorlicgcndcn Ausfuhrungsbei- 
spiel kaum BruchstLickc des Schulzleils 73 crzeugt, da das 
Wafcrschneiden cntlang den Rilien 6 durchgefuhrt wird. Da 
das Schui/.lcil 73 nicht von deni lialbleilcrchip 500 cniicrni 
wcrdcn muB, kann das Schuizieil 73 lest mirdem TTalbleiter- 
chip 500 vcrbundcn wcrdcn. A Is Ergcbnis wird das Abtrcn- 
ncn des Schut/.tcils 73 vcrhindcrt. Der TIalbleitcrchip ,500 
kann durch die Konlaklicrungsllccken 70. die aus den Off- 
nungsabschnittc n 72 freiliegcn, wall rend das Schuizieil 73 
darauf gehalten wird. elektrisch mil deni cxlcrnen Substral 
80 vcrbundcn wcrdcn. 

In deni Schul/Iagcnbcrcich-HntTcrnungsschriti in dem 
vorlicgcndcn Ausfuhrungsheispicl isl es schwicrig, Icdiglich 
die OlYnungsabschniltc 72 aus/.ubildcn, die den Kontaktic- 
rungslleekcn 70 enlsprechen. Die Rillcn 6 mussen nichl aus- 
gcbildcl wcrdcn. Tn dicscm Fall wird die Schut/.lage 1 zu- 
sammcn mil dem Wafer 11 in dem Waferschneidcschritl ge- 
schnitten. Aueh in dicscm Fall konncn, da das Schuizieil 
nichl von dem ITalbleilcrchip cntfcrnl wcrdcn muB und die 
Schulzlagc I fesl mil dem TIalblcilcrwafer II vcrbundcn 
wcrdcn kann. Bruchsliickc und cin A b ire n ncn der Schul/,- 
lagc t vcrhindcrt wcrdcn. 

Die Schulzlagc I in dem vorlicgcndcn Ausfiihrungsbei- 
spicl kann die Kappenabschnilte 5 aufweisen, wie sic in Fig. 
1 gczcigt sind, odcr flach sein, wie es in den Fig. 10 und 1 1 
gczcigt ist. Die bcwcglichcn Abschnillc mussen nichl aus 
beiden Obcrll lichen des Halblci tcrwafcrs freiliegcn, sonde rn 
kirn ncn aus Icdiglich cincr Obcrflache des Wafers freiliegcn, 
wie cs in dem crsten Ausfuhrungsheispicl der vorlicgcndcn 
Erlindung dargcslcill isl. . 

Im ubrigen ist in den /.uvor bcschricbcncn Ausfuhrungs- 
beispiclen. wie es in den Fig. 5 bis 7, 9, 12 unci 13D gczcigt 
ist, der ITalbleilcrchip 200, 300, 400 odcr 500 mil den 
Schui/.leilen 14, 15, 63 odcr 73 bcdecki und isl cin Um- 
fangsrandabschnill 51 jedes Schulzleils an einer Inncnseitc 
cines Umfangrandabschnills 52 jedes ITalbleilcrchip ange- 
ordnci. Dies isl so, da der Bctcich der Schut/.lagc 1, an dem 
das Wafcrschneiden durchgefuhrt wird, in dem Schulzlagen- 
hercich-Enlfernungsschritt cnlfernt wird, um die Rilien 6 
odcr die Offnungsabschnittc 3 aus/.ubildcn: Da . der Um- 
fangsrandabschnill 51 des Schutzieils an der Innenscile des 
Umfangsrandabschnilts 52 des ITalbleilcrchip angeordnct 
isl, isl es schwicrig, daB die Waferschncidcklingc das 
Schuizieil beruhrt. Als Ergcbnis wcrdcn kaum Bruchsiuckc 
der Sen ul /.I age cr/.cugt und Irilt das AbLrcnnen des Schulz- 
toils nichl auf. 

Wenn die Umfangsmndabschnitle des Schulzleils und des 
Ilalbleiterchip an der gleichen Position vorgeschen sind, isi 
cs wahrscheinlich, daB das SchuL/.lcil von dem ('hip abge- 
irennt wird, wenn die Scitenflachen, die obcren Winkclab- 
schnitte, der Randabschnitl odcr dcrglcichen des Chip ge- 
handhabt odcr gcklcmmi wcrdcn. Im Gegcnsaiz dazu trill 
bci den TTalblcilcrchips 200 bis 500, da der Umfangsrandab- 
schnili 51 des Schut/.tcils an der Inncnseitc des Umfangs- 
randabschnilts 52 des Chip angeordnct isl. um andcrc Tcilc 
nicht zu bcruhrcn, das Ablrcnnen des Schulzteils wahrend 
der TTandhabung kaum auf. 

Nachslchend erfolgt die Bcschrcibung cines scchslcn 
Ausfuhrungsbeispicl s der vorlicgcndcn Erlindung. 

Die Fig. 14A bis 16C zcigen cin Verfahrcn /.um TTcrstel- 
len cincr TIalblcilcrvorrichiung gcmaB deni scchslcn Aus- 
fuhrungsbeispicl der vorlicgcndcn Erlindung auf cine slu- 
fenartige Wei sc. Das scchsle Ausfuhrungsbeispicl der vor- 
licgcndcn lirlindung vcrwcndci cincn Halblciierwafer 11, 
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von dem oeidc Oberflachen wic in dem driilcn Ausfuh- 
rungsbeispicl der vorlicgcndcn Erfindung vcrarbeitet wcr- 
dcn. Die T Tal b lei tervorrich lung in dem vorlicgcndcn Aus- 
fuhrungsbeispicl wird fur cinen cine Kapazital erfassenden 
5 Beschlcunigungsscnsor vcrwcndci. Der Halblciierwafer 11 
wcisl von der hinlcrcn Obcrflache verarbcileic Abschnitie 
41 als Offnungsabschnittc derail auf, daB 1 irfas sung sab- 
schnitte 10a von vordercn und hinlcrcn Oberllachcn des Wa- 
fers 11. freiliegcn. Jcder der Erfassungsabschnilte 10a he- 
10 stent aus cincr bcwcglichcn 1 Lleklrodc und cincr fesl en Elck- 
irodc. 

Wic cs in Fig. 14A gczcigt ist. ist cin Klcbstoflilm bzw. 
cine Klcbslofflagc 42 an der hinlcrcn Obcrflache des ITa lb- 
lei tcrwafcrs 11 angebracht. Fig. 14B zcigt cine Moniagcvor- 

15 richiung 4 /.urn Ausbilden von Sen utzkappenabschni lien 5. 
Die Mont age vorrichlung 4 ist einc Schcibe und wcisl meh- 
rere Verlicfungcn auf cincr Obcrflache von ihr zum Ausbil- 
dcn der Kappenabschnilte 5 und mchrcrc Lochcr bzw. 
Durchgangslocher 3 auf, die mit den Vertiefungen 2 in Ver- 

20 bindung stehen und sich an der anderen Obcrflache von ihr 
zur Vakuumanziehung oflhen. 

Als nachsles wird, wic cs in Fig. 14C gczcigt ist, cine Va- 
kuumcinspannslufc 600 in Kontakl zu der Mont age vorrich- 
lung 4 an cincr den Vertiefungen 2 gegcnubcrliegcndcn 

25 Seite angcordneL. Die Vakuumcinspannslufc 600 wcisl in 
sich cin Druckleilloch 601 auf. Das Druckleilloch 601 stent 
an cinem Ende von ihm mil . den jcwciligcn Lochcrn 3 und 
mil cincm anderen linde von ihm mil einer Vakuumpumpc 
bzw. Dekbmprcssionspumpc in Vcrbindung. Die Montagc- 

30 vorrichlung 4 und die Vakuumcinspannstufe 600 sind durch 
cincn O-Ring 602 abgedichict. Die Vakuumanziehung kann 
durch das Druckleilloch 601 in cincr Richiung durchgefuhrt 
wcrdcn, die in Fig. 14C durch cinen Pfeil P dargestelll isl. 
Als niichslcs wcrdcn, wie cs in Fig. 14D gezcigl ist, die 

35 Mont age vorrichlung 4 und die Vakuumcinspannslufc 600 
auf cine Tcmperatur (zum Bcispicl ungefahr 70°C) crwiirnil, 
die irnslandc isl, die Schutzlage 1 zu defoniiieren. Danach 
wird in dem Montagcvorrichlungs-Bcfesligungsschrill die 
Schulzlagc 1 an der Obcrflache der Montage vorrichlung 4 

40 bcfcstigl, wahrend die Vakuumpumpc bclrieben wird, um 
die Vakuumanziehung durchzufiihrcn. Dcmgcmaf3 wird, wic 
es in dem ersten Ausfuhrungsbeispicl der vorlicgcndcn Er- 
findung beschrieben worden ist, die Schulzlagc 1 dcrarl dc- 
fonnicrl, daB sic die Kappenabschnilte 5 auf wcisl. die sich 

45 von einer Seile cincr KlebslofTobcrflache la y.u cincr Obcr- 
flache lb cnllang den Vertiefungen 2 hin durch cine Anzie- 
.hungskraftcinbeulen, die von den lochcrn 3 ausgciibl wird. 
Zu dicscm Zeitpunki wird ein Chipvereinzclungsrahmcn 
603 an cinem AuBenumfangsabschnili der Schut/.lagc 1 an- 

50 gcordnct, um einc Flachhcil der Schulzlagc 1 zu erhalten. 
Als nachstes wcrdcn in dem Waferverbindungsschritt, der 
in Fig. 15A ge/.cigt ist, der ITalblcitcrwafcr 11 und die 
Schulzlagc 1 im weseni lichen auf die gleiche Wcisc wie in 
dem ersten Ausfuhrungsbeispicl der vorlicgcndcn Erfindung 

55 dcrarl zueinander positionieru daB die Erfassungs abschnitie 
10a den jeweiligen Kappenabschnittcn 5 gegenubcrliegcn. 
Dann wcrdcn die vordcrc Obcrflache des Halblci tcrwafcrs 
11 und die KlebstotTobcrflache la der Schulzlagc 1 milcin- 
andcr verbunden und wcrdcn dicsc dann auf Rauintenipera- 

60 tur abgekuhlt, wahrend ihr Zusland erhalten wird. 

Nach cinem Abkiihlcn wird in einem Verstarkungsplal- 
ten-Installationsschritt,.der in Fig. 15B gczcigt ist, ein Vcr- 
siiirkungs wafer 604, der im Durchmcsscr groBer als der 
Halblcitcrwalcr 11 ist, auf der hinlcrcn Obcrflache des Klcb- 

65 stoffilms 42 als cine Vcrstarkungsplattc angeordnct. Die 
Schulzlagc 1 wird mil dem Vcrstarkungs wafer 604 an dem 
AuBenumfangsabschnili der KlcbsiotTobcrflachcla von dic- 
scm vcrbundcn, wodurch die Schut/.lagc 1 und der Halblci- 
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icrwafcr 11 an dcm Vcrstarkungswafcr 604 bcfcstigi wcr- 
den. Als lirgcbnis wird dcr Verslarkungswafer 604 deran 
angcordnct, daB cr dcr Obcrflachc dcr Monlagcvorrichtung 
4. an dcr die Veriicfungcn 2 ausgcbildcl. sind, iibcr den Wa- 
fer 11 und die Schuizlagc 1, die sich da/wischen bdinden, 5 
gegenuberlicgt, 

Als nachstes wird die Monlagcvorrichtung 4 von dcr 
Schutzlage I gelosl. In rtcin vorlicgcnden Ausfuhrungsbei- 
spicl wird cin Druck iibcr die Monlagcvorrichtung 4 in cincr 
Richtung, die durch cincn Pfcil P in Fig. 15B dargcstellt ist, 10 
auf die Schuizlagc 1 ausgciibl (Druckausiibungs-Losc- 
schritl). (icnaucr gcsagl wird die Vcrbindung des Fndes des 
Drucklcil lochs 601 von dcr Vakuumpumpe zu cincr Druck- 
zufuhrvorrichlung (nichl gczcigl. /urn Bcispiel cin Kom- 
pressor) umgcschaliet. Das Umschallcn dcr Vcrbindung 15 
kann durch Umschallcn eincs Leitungssystcms (wic zum 
Bcispiel eincs Schlauchsystcnis) dcr Vakuunipuinpc zu ei- 
ncm Lcitungssyslcm dcr Druckzufuhrvorrichlung durch ci- 
ncn Schallkolbcn oder dcrglcichcn durchgefuhn werden. 

Die Druckzufuhrvorrichlung licfert Gas, wic zum Bci- 20 
spiel konipriiniertc Luflodcr komprirriicrlcn SlicksiolT (N2) 
iibcr das Druckleilloch 601 in die T/)cher3, um dadurch die 
Druckausiibung mil cincm Druck von ungefahr 0,03 MPa 
durchzufuhrcn. Die Kappenabschnitte 5 werden durch die 
GroISc des Drucks nichl defoniiierl. U\ diescni unler Druck 25 
gcselzten Zustand wird dcr Vcrstiirkungswafer 604 zusam- 
mcn mil dcm llalblcilcrwafcr 11 und der Schutzlage 1 von 
dcr Mont age vorrich lung 4 gelost. Zu dicscm Zcitpunkt 
wird, da dcr llalblcilcrwafcr 11 von dcm Vcrstarkungswafcr 
604 an dcr hintcrcn Obcrflachc von ihm gctragen wird, dcr 30 
Halb lei icrwafcr 11 wahrend des Losens nichl deformiert 
(gewolbt) und beschadigl. Fig. 15C zcigt den Zustand, nach- 
dem das Ixjsen ausgefuhrt worden ist. 

Als niichsics wird in cincm Verslarkungsplatten-Fntfcr- 
nungsschrilt, dcr in Fig. 16A gczcigl isl, dcr AuGcnum- 
fangsabschnill dcr Schutzlage 1 durch Ablrcnnen cntfcrnt 
und wird dcmgcmaB dcr Vcrstarkungswafcr 60 von dcm 
Halb lei icrwafcr 11 cntfcrnt. Da dcr Vcrstarkungswafcr 604 
lediglich den Klcbstoflilm 42 beruhrt, kann dessen Ablrcn- 
nen cinfach durchgefuhn werden. Als nachstes wird, wic es 40 
in Fig. 16B gczcigl isl, cine Chipvcrcinzclungslage 12 an 
dcr hintcrcn Obcrflachc des Klebstoffilms 42 angebracht 
und wird dcr Waferschneidcschritl untcr Vcrwcndung cincr 
Waferschncideklinge 605 ausgefuhrt. Danach wird, wic cs 
in Fig. 16C gczcigl ist, die Schuizlagc 1 cnifcrnl, um da- 45 
durch den Ilalbleiterwafcr 11 in ('hips zu tcilcn. Im ubrigen 
dicnen die Montage vorrich lung 4, dcr Versiarkungswafcr 
bzw. die Verstarkungsplatlc 604. das Druckleilloch 601 und 
die Druckzufuhrvorrichlung bzw. Druckausubungsvorrich- 
lung in dcm vorlicgcnden Ausfiihrungsbcispicl dcr vorlic- 50 
genden TMindung zusammenwirkend als cine Wafcr-T/ise- 
vorrichiung. 

GcniaB dcm Verfahrcn des vorlicgcnden Ausfiihrungsbei- 
spiels wird, nachdem dcr TIalbleitcrwafer 11 mil dcr Kleb- 
stoirobcrllachc la der Schuizlagc 1 verbunden worden ist, 55 
die fest an der MoniagcvorrichLung 4 befestigt isl, die 
Schuizlagc 1 zusamnien mil dcm Halblcitcrwafcr 11 von dcr 
Monlagcvorrichtung 4 gelost. Wcnn die Schutzlage 1 von 
dcr Monlagcvorrichtung 4 gelosl wird, wird ein Druck ubcr 
die Montage vorrichlung 4 in cincr Richtung, in welchcr die 60 
Schutzlage 1 gelost wird, auf die Schutzlage 1 ausgciibl. 

DcmgcmaB kann der TIalbleitcrwafer 11, der mil der 
Schutzlage 1 verbunden ist, cinfach unter cincm Druck ab- 
genommen werden, ohne irgcndwclche Beschadigungcn 
aufzuweisen. Dahcr kann das Loscn des Wafers gciuaB dcm 65 
Verfahrcn dcr vorlicgcnden Tirfindung mil cincr hohen Bear- 
bciibarkeit und cincm hohen Durchsatz durchgefuhn wer- 
den. Der Vcrstiirkungswafer 604 muB nicht inimer angewen- 
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del werden, ist. abcr wirkungsvoll, um die Beschadigungcn 
an dcm llalblcilcrwafcr 11 zweckmiitiiger zu vcrhindcrn. 

Die Monlagcvorrichtung 4 in dcm vorlicgcnden Ausfiih- 
rungsbcispicl wcisi die Veriicfungcn 2 und die T,ocher 3 auf, 
die mil den Veriicfungcn 2 in Vcrbindung stchen, und die 
Schutzlage 1 wird cnllang den Veriicfungcn 2 derart defor- 
micrt, daB sic die Kappcnabschnitle 5 aufwcisl. Die Kap- 
penabschniltc 5 schutxen die bewcg lichen Abschnilie des 
Halblcitcrwafcrs vor cincr Obcrllachcnspannung und cincm 
Wasserdruck wahrend des Waferschneidcschritts. Andcrer- 
scits wird die Abmessung jedes TTalblcilcrchips Jahr fur Jahr 
vcrringcrt. so dal3 die Anzahl dcr ('hips, die durch cincn Wa- 
fer ausgcbildcl werden, auf zum Bcispiel 2000 bis 3000 cr- 
hohi wird. 

In cincm dcrarligcn Fall crfordcrt die groBc Anzahl von 
Chips rnindestens die gleiche Anzahl von Kappenabschnii- 
icn. DcmgemalS ist cs crforderlich, daB die Montagcvorrich- 
lung zum Ausbildcn dcr Kappcnabschnitle 2000 bis 3000 
Veriicfungcn auf sich aufwcisl. In dicscm Fall isl cs schr 
schwicrig. die Schuizlagc 1 von dcr Montage vorrichtung 4 
loscn, da die Schutzlage 1 cnllang den Vcrticfungcn cingc- 
beult isl. GcniaB dcm vorlicgcnden Ausfuhrungsbeispicl 
kann jedoch die Schutzlage auch in cincm dcrarligcn Fall 
cinfach gelosl werden, um dadurch das zuvor beschriebene 
Problem zu loscn. 

Die Monlagcvorrichtung 4 kann lcdiglich flach scin, ohne 
die Veriicfungcn 2 aufzuweisen, und lediglich Locher 3 kon- 
ncn in dcr Monlagcvorrichtung 4 ausgcbildcl scin. In dicscm 
Fall werden die Kappenabschniltc 5 nichl an dcr Schuizlagc 
1 ausgcbildcl. Dicsc Anderung becinlrachtigt ubcrhaupt 
nicht den Kffckt eincs cinfachen TAscns der Schutzlage 1 
von dcr Monlagcvorrichtung 4 durch Druckausiibung. Ob- 
glcich sowohl einc Vakuuiiianziehung als audi cine Druck- 
ausiibung durch die Locher 3 durchgefuhn werden, kann die 
Monlagcvorrichtung 4 andcrc Locher lediglich fur cine 
Druckausiibung aufweiscn. 

Das Verfahrcn der vorlicgcnden Frlindung, das zuvor be- 
schrieben worden ist, bcinhaltet kcincn Schulzlagcnbcreich- 
Fntfcrnungsschrili, dcr in den crsten bis funflcn Ausfuh- 
rungsbcispiclen dcr vorlicgcnden Frlindung bcschricbcn 
worden ist. Jedoch kann auch dann. wcnn der Schutzlagcn- 
Enlfcrnungsschrilt ausgefuhrt wird, dcr Effckl des vorlic- 
gcnden A usi iihrungsbei spiels ebenso hervorgebracht wer- 
den. Zum Bcispiel konncn die Bereiche dcr Schui/.lagc 1, 
die den Rilzbcrcichen enlsprechcn, zwischen dcm Schritt, 
dcr in Fig. 14D gczcigl ist, und dcm Schritt, der in Fig.. ISA 
gczcigl isl, cntfcrnt werden. Auch wcnn die Schuizlagc 1 
dcmgemaB gctcili wird, wird, da die Schutzlage 1 durch Va- 
kuumabsorplion an dcr Monlagcvorrichtung 4 bcfcstigi isl, 
die gctciltc Schutzlage 1 nicht gelockcrt, um voncinandcr 
gctrcnnl zu werden. 

Die Vcrstarkungsplaltc dcr Wafer-Lose vorrichlung isl 
nichl auf den Vcrstarkungswafcr, wic zum Bcispiel eincn Si- 
liziumwafcr, beschrankt, sondcrn kann cine Druckvorrich- 
tungsplattc 606 scin, die in den Fig. 17A und 17B gczcigl 
ist. In cincm abgcwandcltcn Ausfuhrungsbeispicl dcr vorlic- 
gcnden Frlindung, das in den Fig. 17A und 17B gczcigl ist, 
bestcht die Druckvorrichtungsplatlc 606 aus Aluminium 
und weist cine Obcrflachc 607 und Vorsprungsabschnittc 
608 auf, die von dcm AuBcnumfangsabschnitt der Obcrfla- 
chc 607 zu dcr Moniagevorrichtung 4 hin hervorstchen. Die 
Flachc der Obcrflachc 607 isl groBcr als die des Halblcitcr- 
wafcrs 11. 

In cincm Vcrsiarkungsplaiien-Insiallationsschriii, dcr die 
Druckvorrichlungsplaltc 606 verwendet, werden, nachdem 
die Vakuuman/.iehung gestoppt worden ist, wic cs in Fig. 17 
gczcigl ist. die Druckvorrichtungsplatlc 606 und die Monla- 
gcvorrichtung 4 durch Bcfcsligungsschraubcn 609 mitcin- 
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under bcfcsligl, die in Schraubenlocher der Druekvorrieh- 
lungsplaiie 606 und der Monlagevorrichtung 4 eingebracht 
werden. DemgemaB weist die Oberilache 607 der Plane 6 
einen hesliinmlcn Spall zu dem Klebstofhlm 42 auf, der mil 
dem ITalbleiterwafer 11 verbunden isi. Die vordercn linden 
der VorsprungsabschniUe 608 werden von der Obcrflache 
der Monlagevorrichtung 4 iiber den AuBenunifangsab- 
schnill der Schutzlagc 1 gehallen. 

Als naehsies wird bei eineni Druckausubungs-T.ose- 
schrill, der die Druekvorriehlungsplaiie 606 verwendet. wie 
sie /.uvor besehricben worden i si, der Druck iibcr die Mon- 
lagevorriehiung 4 in einer Richlung. in weleher die Schulz- 
lagc 1 zu loscn isi, auf die Schul/lage 1 ausgcubl. Demge- 
maB wir<i die Schulzlagc 1 Icicht von der Mont age vorrie li- 
ning 4 gelrcnnl, wie es in Fig. 17B gezcigl isi. Die hinlere 
Obcrflache des TTalbleilerwafers 11 grenzt iibcr den Kleb- 
sioflilm 42 an die Oberilache 607 der Druekvorriehlungs- 
plaiie 606 an und wird von der Obcrflache 607 gehallen. 
Folglich kann zweckniaBiger vcrhinderi werden, daB der 
ITalbleiterwafer 11 beschadigt wird. Danaeh werden die Be- 
fcsligungssehrauben 609 gelosl, so daB. die Druekvorrieh- 
lungsplaiie 606 von dem Ilalbleitcrwafer 11 gelosl wird. 

Wie es /.uvor besehricben worden isi, wird der Vcrsi.ar- 
kungs wafer 604 durch die Klebsloffobcrfliichc la der 
Schul/.lagc 1 an dem ITalbleiierwafer 11 und der Schulzlagc 

I bcfcsligl, die an dem AuBenumfangsabschniil des Verslar- 
kungs wafers 604 klebl. Deshalb vcrbleiben Klcbsloflfc auf 
dem Verslarkungswafer 604 naeh dessen Verwendung. 
Wenn der Versi ark ungs wafer 604 crncut als cine Vcrslar- 
kungsplalle verwendet wird, ist es notwendig, zu vcrhin- 
dem, daB der ITalbleiterwafer 11 durch die Klebstoffe vcrun- 
reinigl wird, die auf dem Verstarkungs wafer 604 vcrbleiben. 
Da das Posit ion icren zwischen dem Verslarkungswafer 604 
und dem ITalbleiierwafer 11 nichl cinfach.isl, muB der Ver- 
si iirkungs wafer 604 gereinigl werden, bevor er crncul ver- 
wendet wird. urn die Verunrcinigung des TTaJbleilcrwafers 

II zu verhindern. 

Andererseils we ist die Druekvorriehlungsplaiie 606, die 
zuvor besehricben worden ist, die VorsprungsabschniUe 608 
an ihrem AuBcnumfangsabschnitt auf, und hallcn die, Vor- 
sprungsabschniUe 608 den ITalbleiierwafer 11. Das Positio- 
nieren zwischen dem ITalbleiierwafer 11 und der Druekvor- 
riehlungsplaiie 606 kann unlcr Verwendung der Vorsprung- 
sabschniUe 608 als Bc/.ug einlach ausgefuhrl werden. Da 
kein KlcbsiotT an der Druckvorrichtungsplaite 606 klebl, 
gibl es keine Mogliehkeit, den ITalbleiierwafer 11 durch den 
Klebsloff zu verunreinigen. 

Die Druekvorriehlungsplaiie .606 muB nichl gereinigl 
werden, wenn sie crncut verwcndcl wird, was zu einer Ver- 
einfaehung des TTerstellungsverfahrens fuhrl. 

Ohglcich die vorliegende Krlihdung unier Bezugnahme 
auf die vorhergehenden Ausfuhrungsbcispicle der vorlie- 
gende n lirfindung gezcigl und besehricben worden ist, isi es 
fur Faehleute offensichllich, daB Andcrungcn in der Form 
und ini Dciail durehgefuhrt werden konncn, ohnc den Um- 
• fang der vorlicgendcn Iirfindung zu verlasscn, wie cr in den 
bcilicgendcn Anspriiehcn definicrl ist. 

/urn Bcispicl kann die TTalbleiiervorriehiung bei der vor- 
licgendcn Tiriindung aus cincm Ilalbleitcrchip bestehen. der 
mil Mar/, vcrkapselt ist. In den zuvor beschriebencn Ausfuh- 
rungsbeispielen der vorlicgendcn Hrfindung wcisen die 
Sehutzteile versehicdene Slrukluren. wic zum Bcispicl ei- 
nen Kappenabschnitl, einen Spall, der durch Klcbsloffc de- 
tinicrt ist, und cine Veriiefung auf. die durch einen Tixcimer- 
lascr ausgebildet wird, um dadureh cine Bcriihrung mil den 
bcwegliehen Absehnitlen des TTalbleilerwafers zu verhin- 
dern. Jedoch isi die Struktur des Schutzleils nicht auf diese 
bcschranki. In den zuvor beschriebenen Ausfuhrungsbci- 



spiclen der vorlicgendcn Iirfindung konncn, obgleieh meh- 
rcre Sehutzteile ,aus einer Schutzlagc ausgebildet werden, 
die an der Montagevorriehlung bcfcsligl ist, die Sehutzteile 
cinzcln ausgebildet und fest auf der Mont age vorricht.ung an- 
5 gebracht werden. Die zuvor beschriebenen Ausfuhrungsbei- 
spiele der vorlicgendcn Tiriindung konncn ausgewahlt und 
zwcckmaBig miteinandcr kombinicrt werden. Die vorlie- 
gende tiriindung ist nicht auf cine Halbleilcrvorrichlung bc- 
schrLinkt, die. einen bcwegliehen Absehnitt aufweisl, son- 

10 dern kann an anderen Ilalblcitcrvorrichlungcn und Verfah- 
ren zum TTerstellen der Vorrichlungen durch /erteilen eines 
TTalbleilerwafers. der mil einer Schutzlagc bcdeckl ist. in 
Chips durch Chipvcrcinzelung angewendet werden. 

Wie es zuvor besehricben worden ist, wird cine Schulz- 

15 lage an einer Monlagevorrichtung bcfcsligl und werden Bc- 
rcichc der Schuly.lagc en t fern t, die Bereichen cntsprcchen. 
an denen cin Zcrtcilen durch Chipvcrcinzelung durchzufuh- 
rcn isi, urn Rillen auszubilden. Dann wird cin ITalbleiterwa- 
fer an einer der Monlagevorrichtung gcgenuberliegcnden 

20 Seitc mil der Schutzlagc verbunden und wird die Montage- 
vorriehlung von der Schulzlagc und dern TTalblciierwafcr 
gelosl, die miteinandcr verbunden sind. Danach wird der 
Halbleitcrwafer durch Chipvcrcinzelung entlang den Rillen 
der Schutzlagc in Halblciterchips zcrtcill. Da die Schulzlagc 

25 nichl dureh die Chipvcrcinzelung zcrleill wird, werden 
keine Bruchstuckc der SchulzlageerzcugU was cine Verun- 
reinigung an den Chips verhinderl. 

Palcnlanspruchc 

30 

1. Verfahren zum TIerslcllen cincr ITalbleitervorrich- 
tung, das die folgenden Schritte aufweisl : 
Befestigen einer Scliutzlage (1) an einer Montagevor- 
riehlung (4); 

vs Hntfernen eines Wafersehneidebereiehs der an der 

Monlagevorrichtung (4) bcfcstiglcn Schutzlagc (1); 
Vcrbinden eines Halbleitcrwafcrs (11) mil der Schutz- 
lagc (1) an cincr der Montage vorrichlung (4) gcgen- 
uberliegcnden Seite, wobci die Schutzlagc (1) an der 

40 Monlagevorrichtung (4) befestigt ist; 

loosen der Schulzlage (1) und des TTalbleitcrwafcrs (11) 
von der Monlagevorrichtung (4), wodurch der ITalblei- 
ierwafer (11) aus dem Wafcrschncidebercich freiliegt. 
an dem dic.Schutzlage (1) entfernl ist; und 

45 Zcrtcilen des TTalblciterwafers (11) entlang des Wafer- 

- schneidcbcreichs dureh Chipvcrcinzelung. 

2. Verfahren naeh Anspruch 1, das wciicrhin die fol- 
genden Schritte aufweisl: 

Ausbildcn eines AnschluBflachcnabschni Us (21) auf ei- 
50 ner Obcrllaehe des. TTalblciterwafers (11), die mil der 

Sehul/.lage (1) zu verbinden ist; 

derartiges Hntfcrnen eines AnschluBnachcnabschnitts 
der Schutzlagc (1) zusammcn mil dem Waferschneide- 
. bcrcieh, daB cin Offnungsabschnitt (23) zum Freilcgen 

55 des AnschluBHachenabsehnitls (21) aus diescm ausge- 
bildet wird; wenn der ITalbleiterwafer (11) und die 
Schutzlagc (1) miteinandcr verbunden sind; und. 
Verbinden eines Drahts (33) mil dem AnsehluBflachcn- 
abschnili (21). der aus dem Offnungsabschnitt (23) der 

60 Schutzlagc (1) freiliegt, naeh cincm Zcrteilen des 

FTalbleitcr wafers (11) entlang des Wafersehneidebe- 
reiehs durch Chipvcrcinzelung. 

3. Verfahren naeh Anspruch 1 odcr 2, bei dern das Eni- 
fcrnen des Wafersehneidebereiehs der Schulzlagc (1) 

65 durch dcrarliges Abircnnen des Wafersehneidebereiehs 

ausgefuhrl wird, da 13 cine Rillc (6) ausgebildet wird. 

4. Verfahren naeh cincm der Anspnichc 1 bis 3, bei 
dem die Schutzlagc (1) aus cincm sich bei Wanne zu- 
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sammcnziehendcn Kunslstofliltn besicht. 

5. Vcrfahrcn nach einem dcr Anspriichc 1 bis 4, das 
wciierhin cinen Schrill cincs Anbringens cincr riicksei- 
ligen Lagc (42) an dcrn Halblcitcrwafer (11) an cincr 
tier Schutzlagc (1) gcgcnubcrlicgcndcn Scitc vor cincm 5 
Zcricilen dcs Halblcitcrwafcrs (11) aufwcist. 

6. Vcrfahrcn nach cincm dcr Anspriichc 1 bis 5, bci 
dcni die Schutzlagc (1) (lurch Vakuumabsorption an 
dcr Monlagevorrichtung (4) befesiigt wird. 

7. Vcrfahrcn nach cincm dcr Anspriichc 1 bis 6, bci 10 
dem dus Losen dcr Schui/lagc (1) und dcs Tlalbleiter- 
wafcrs (11) von dcr Moniagcvorrichiung (4) cin Aus- 
Libcn cincs Drucks aufdic Schut/lagc (1) von dcr Scilc 
dcr Moniagcvorrichiung (4) beinhallet. 

8. Vcrfahrcn /.urn TTcrslcllcn cincr Halblcitcrvorrich- 15 
lung, das die folgcnden Schriuc aufwcist: 
Vorbcrciicn cincs Ilalblciterwalers (11) und cincr 
Schui/lagc (1); 

Ausbildcn cincs Konlakticrungsfleckcns (70) auf cincr 
Hauplllachc dcs Halbleiierwafers (11): 20 
Ausbildcn cincs Offnungsabschnitls (72) in dcr Schulz- 
lagc(l); 

derartiges Vcrbindcn dcr Hauplllachc dcs Halblcilcr- 
wafcrs (11) mil dcr Schut/lagc (I), daB dcr Kontaktic- 
rungsflecken (70) aus dem OlTnungsabschniu (72) frei- 25 
licgi: und 

derail iges Zcricilen dcs TTalblcilcrwalcrs (11) durch 
Chipvcrcin/elung. dati cine Halbleilcrvorrichtung aus- 
gehildei wird, die mil dcr Schui/lagc (1) bcdeckl ist 
und den Konlaklicrungsflcckcn (70) aufwcisl, dcr aus 30 
dem Offnungsabschnilt (72) frcilicgl. 

9. Vcrfahrcn nach Anspruch 8, das wciierhin die tbl- 
genden Sch ri lie aufwcisl: 

Vorbcrciicn cincs Substrals (80), das cinen leitenden 
Abschnill (81) auf sich aufwcisl: 35 
Anordncn dcr ITalblcilcr\'orrichlung auf dcni Substrat 
(80), wobci dcr Konlakticrungsfiecken (70) den leiten- 
den Abschnill (81) beruhri: und 
elcklri scries Vcrbindcn dcs Kontaktierungsllcckens 
(70) mil dem leilcndcn Abschnill (81). 4fl 

10. Verfahrcn nach Anspruch 8 odcr 9, das wciierhin 
die folgcnden SchriUc aufwcist: 

Bcfcsligen dcr Schui/lagc (1) an cincr Moniagcvor- 
richiung (4) durch Vakuumabsorption, be vor dcr OlT- 
nungsabschniu (72) in dcr Schui/lagc (1) ausgcbildct 45 
wird; und 

Losen dcr Monlagevorrichtung (4) von dcr Schut/lagc 
(1) nach dem Verbindcn dcs Halblcitcrwafcrs (11) mil 
dcr Schui/lagc (1). 

11. Vcrfahrcn nach Anspruch 10, bci dem das Losen 50 
dcr Moniagcvorrichiung (4) von dcr Schutzlagc (1) cin 
Ausubcn cincs Drucks aufdic Schut/lagc (1) durch cin 
Loch (3) bcinhaltct, das in dcr Moniagcvorrichiung (4) 
vorgeschen ist. 

12. Vcrfahrcn zum Hcrslellen cincr Halblcitcrvorrich- 55 
lung, das die folgcnden Schriuc aufwcist: 

Bcfcsligen cincr Schut/lagc (1) an cincr Moniagcvor- 
richiung (4); 

Vcrbindcn eines Halbleiierwafers (11) mil dcr Schutz- 
lagc (1) an eincr dcr Monlagevorrichtung (4) gegen- 60 
uberlicgcndcn Scite; und 

Losen dcr Schui/lagc (1) und des Halblcitcrwafcrs (11) 
von dcr Monlagevorrichtung (4) durch cinen Druck, 
dcr von dcr Scitc dcr Moniagcvorrichiung (4) auf die 
Schut/lagc (1) ausgciibt wird. 65 

13. Vcrfahrcn nach Anspruch 12, bci dem dcr Druck 
auf die Schui/lagc (1) durch cin Loch (3) ausgciibt 
wird, das in dcr Moniagcvorrichiung (4) vorgeschen 



1SL. 

14. Halbleilcrvorrichtung, die aufwcist: 

cinen Halblcitcrchip (200; 300: 400; 500), dcr durch 
Zcneilcn eines T-Talblciterwafers (11) durch Chipver- 
cinzclung vorgeschen ist; und 
cin Schutzicil (14; 51; 63; 73), das auf dem Halblcilcr- 
chip (200; 300; 400; 500) angcordncl ist, wobci das 
Schutzicil (14; 51; 63; 73) /.urn Schut/cn dcs Halblci- 
lerchip (200; 300; 400; 500) dieni, wenn dcr TTalblcilcr- 
wafcr (11) durch Chipvcrcin/elung zcrtcilt wird, wobci 
cin Umfangsrandabschnitl (51) des Schutzlcils (14; 51; 
63: 73) an cincr Inncnseite cincs Umfangsrandab- 
schniits (52) dcs ITalblcilerchip (200; 300; 400; 500) 
vorgeschen ist. 

15. TIalblcitervorrichtung, die aufwcist: 

cinen Halblcitcrchip (500), dcr durch Zcricilen cincs 
Halblcitcrwafcrs (11) durch Chipvcrcin/elung vorgesc- 
hen ist; 

einen Konlaktierungsflecken (70), der auf cincr Ober- 
llachc des Halblcitcrchip (500) angcordncl ist; und 
cin Schul/tcil (73), das auf der Obcrflache dcs Halblci- 
terclnp (500) angcoranct ist und cinen OlTnungsab- 
schniu (72) aufwcisl, aus wclchcm dcr Kontakticrungs- 
flcckcn (70) freiliegt, wobci das Schutzicil (73) zum 
Schulzcn des Halblcitcrchip (500) dicnl, wenn dcr 
Hal bleilcr water (11) durch ('hipvcrcin/clung zerteill 
wird. 

16. Wafer- Loscvorrichtung. die aufwcist: 

cine Montagcvorrichtung (4) zum festen Hallen cincr 
Schutzlagc (1) auf sich, wobci die Schut/lagc (1) /urn 
Schulzcn eines Halblcitcrwafcrs (11) durch Bedccken 
dcs Halbleiierwafers (11) dient; und 
cine Druckausubungseinrichtung /Aim derartigeu Aus- 
ubcn eines Drucks auf die Schut/lagc (1), daG die 
Schulzlage (1) durch den Druck zusammen mil dcrn 
Halblcitcrwafer (11), wclcher an eincr der Monlage- 
vorrichtung (4) gegcnubcrlicgcndcn Scite mil der 
Schutzlagc (1) verbunden ist, von dcr Monlagevorrich- 
tung (4) gclosl wird. 

17. Wafer-Ix)sevorrichtung nach Anspruch 16, bci der 
die Druckausubungseinrichtung den Druck durch cin in 
der Monlagevorrichtung (4) vorgeschencs Durch- 
gangsloch (3) ausiibt. 

18. Wafcr-Losevorrichtung nach Anspruch 16 odcr 17, 
bci der: 

die Montagcvorrichtung (4) einc Mehrzahl von Vertie- 
fungen (2) auf eincr Obcrflache von ihr zum festen Hal- 
len dcr Schutzlagc (1) und cine Mehrzahl von Lochern 
(3) aufwcist, die mil jewei ligen dcr Mehrzahl von Ver- 
tiefungen (2) verbunden sind; und 
die Monlagevorrichtung (4), Hie auf sich bcfcsliglc 
Schutzlagc (1) entlang dcr Mehrzahl von Vertiefungcn 
(2) durch Absorption deformicrl, die durch die Mehr- 
zahl der Locher (3) durchgefuhrt wird. 

19. Wafer-lx3scvorrichtung nach einem der Anspriiche 
16 bis 18, die wciierhin eine Vcrsiarkungsplaite (604; 
606) zum Tragen dcs Halblciterwafcrs (11) an ciner dcr 
Schulzlage (1) gegeniiberlicgendcn Seite aufwcisl, 
wenn die Schutzlagc (1) und dcr Halblcitcrwafer (11) 
von der Monlagevorrichtung (4) gelost werden. 

20. Wafer- Losevorrichtung nach Anspruch 19, bei der 
die Versiarkungsplatie (604; 606) eine Tragerobcrfla- 
che (607) zum Tragen das Halbleiierwafers (11) und ei- 
nen Vorsprungsabschnitt (608) aufwcist, der von einem 
AuGcnumfangsabschnitt dcr Tragcrobcrfiachc (607) zu 
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